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	概要　ＥＡ　(600字～800字程度にまとめてください。)

InAsやInSbなどの半導体劈開表面に金属原子などを付着させて形成される２次元電子系は、付着物質の自由度や走査プローブの応用などの大きな可能性を持つ系である。本研究者は、InAs劈開表面の面内伝導の測定に初めて成功し、整数量子ホール効果の観測から完全な２次元性を明らかにした。本研究では、測定をInSb劈開表面に拡張した。表面処理方法の試行錯誤の末、銀およびセシウムを蒸着したInSb劈開表面において、整数量子ホール効果を観測することに成功した。２次元電子系の移動度は、InAsの場合よりも一桁程度高く、そのおかげで２テスラ前後の低磁場でも量子ホール効果を観測することができた。将来的には走査プローブ顕微鏡を用いた電流分布測定を行いたいと考えているが、低磁場での観測は実験上の制約を少なくするため、非常に重要である。劈開表面に２次元電子を誘起するための表面ドナーの蒸着は、通常、試料が液体ヘリウム温度にあるときに行っている。AgおよびCsを蒸着したInSb劈開表面において、10ケルビンから100ケルビン程度の低温度領域での熱処理によって表面電子濃度や移動度が大きく変化することが、今回明らかになった。温度をさらに上げると２次元伝導は消失する。試料の温度を上昇させることによって表面ドナーの吸着状態が変化したと考えられる。また、GaAsやSiのヘテロ構造二次元電子系に対しても実験を行い、スピンが関与する様々な現象に対して知見を得ることができた。劈開表面２次元電子系に対する今後の研究へ貴重な指針を与えることができた。
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	欧文概要　ＥＺ

At the surfaces of InAs and InSb, conduction electrons can be induced by submonolayer deposition of other materials. Research on electrons at semiconductor surfaces has great future potential because of the variety of adsorbates and the application of scanning probe microscopy techniques. Recently, we have successfully performed the first low-temperature (T = 1.5 K) magnetotransport measurements on Ag-induced electron systems formed at in situ cleaved surfaces of p-type InAs. However, a high magnetic field above 10 T was required for the observation of the quantum Hall effect. In this work, we extended the study to InSb surfaces. The quantum Hall effect was observed even at low magnetic fields around 2 T. The surface electron density and the electron mobility exhibit strong dependence on the Ag-coverage and the annealing temperature in the range of 15-40 K. The annealing effect suggests that the surface morphology strongly affects the properties of the two-dimensional electron systems.
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